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半導体発光素子の製造方法

量子ドットレーザ
均一なサイズを有する量子ドットを含む半導体発光素子の製造方法を提供する。

本発明方法によれば、量子ドットの存在を確保したまま量子ドットとキャップ層との
間で原子の拡散が生じて量子ドットが再構成されるので、均一なサイズを有する量
子ドットを含む半導体発光素子を製造することができる。

本発明方法は、基板上にバッファ層、クラッド層、バリア層、活性層、バリア層、ク
ラッド層、コンタクト層を順次積層した半導体基板を、量子ドットの存在を確保できる
基準昇温速度以上の速度で急温して熱処理を行い、その後、室温まで急冷する。


